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Siemens

Transistor BC157

Datasheet

BC 157, 158, 1569, BC 177, 178,179, BC 257, 258, 259

PNP-Transistoren fir NF-Vor- und Treiberstufen sowie
fur universelle Anwendung

BC 1567, BC 158, BC 158, BC 177, BC 178, BC 179, BC 257, BC 258, BC 259 =ind
gpitaktische PNP-5Silizium-Planar-Transistoren fir NF-Vor- und Treiberstufen.

BC 157, BC 158, BC 159 in Kunststoffumhillung (SOT 26) als Komplementar-
Transistorenzu BC 147, BC 148, BC 149 geeignet.

BC177,BC178, BC 179 im Gehduse 18 A 3, DIN 41876 (TO 18) als Komplementar-
Transistoren zu BC 107, BC 108, BC 109 geeignat.

BC 257, BC 258, BC 259 in Kunststoffumhidliung (TO 92) als Komplementar-
Transistoren zu BC 167, BC 168, BC 169 geeignet.

BC 169.BC 179, BC 259 sind besonders flr rauscharme Vorstufen vorgesehen,

Typ Bestellnummer Typ Bestallnummer
BC 157 A Q62702-C162 BC 178 A Q62702-C163
BC 157 B Q62702-C163 BC 178 B 062702-C154
BC 157 VI Q62702-C1656 BC 178 VI 062702-C166
BC 179 A Q62702-C208
BC1GB A Q62702-C157  pc 179 B Q62702-C144
BC 158 B Q62702-C168 BC 257 A Q62702-C184
BC 158 VI Q62702-C160 .
BC 257 B Qe62702-C206
BEC 158 B Q62702-C161 BC 258 A Q62702-C187
BC 258 B Q62702-C1EB
BC 177 A Q62702-C14 BC 258 VI Q62702-C190
BC177 B Q62702-C142 BC 259 A Qez702-C1:
BC177 Wi QG2702-C140 BC 259 B Q62702-C192
BC177,BC178, BC179
145° =)
— !1'} 8C 167 ,BC 168, BC 159
[ T
11511 Crat] % E{:.
Gewicht etwa 0,33 g Make im mm [N
E
BC 257, BC 258, BC 259 3::‘;%' 1
EGf =" 3
05 t Al g - I
G ‘:l_ﬁi : 1?:"5qiL [ .
I-lﬁ-l | | = - 5 -
35— {45 e -mm;].- [ Ly—=

Male im mm

Gewicht etwa 0.25 g

Mala in mm

Gewicht etwa 0,33 g
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Siemens

Transistor BC157

BC 157, 158, 159, BC 177, 178, 179, BC 257, 258, 259

BC BC BC | BC BC BC
157 | 158 | 1569

Grenzdatan 177 | 178 | 179 257 | 288 | 259
Kollektor-Emitter-Spannung  —Uggg| 50 30 25 50 30 25 W
Kollektor-Emitter-Spannung  —Uceg| 45 25 20 45 25 20 |V
Emitter- Basis- Spannung =Uepal B 5 L B & B i
Kollektorstrom - 100 | 100 | &BO 100 | 100 | 60 ma,
Kollektor- Spitzenstrom o 200 200 | — 200 | 200 | — mi
Basisstrom =Ig 60 50 5 60 80 f m#a,
Basis- Spitzenstrom —Igyy | 100 | 100 | — 100 | 100 | — mA,
Sperrschichttemperatur T 176 | 176 | 1756 | 1650 | 180 | 150 | °C
Lagertemperatur Ts — BB bis + 125 — 56 bis + 150 °C
Gesamtverlustleistung [ 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | mW
Warmewiderstand
Kollektorsperrsehicht — Luft R,y |= 500|= 500|= 500|= 420(< 420|= 420|grd /W
Eollektorsperrschicht —
Transistorgehause Aynae |= 200|< 200|< 200| - - = |grd/'W

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Die Transistoren werden nach der statischen Stromwverstarkung 8 gruppiert und
mit V1. A, B. gekennzeichnet.

Bei—Uqp =5V unduntenstehenden Kollektorstromen gelten folgende statische Woerte,

B-Gruppe Wi | A | B

Datasheet

Typ

BC 157,177, 257

BC 167,177, 257

BC 158,178, 258

BC 158,178, 258

BC 159, 179, 259

BC 168,178, 258

" BC 159, 179, 250

—I. B B8

(A Ioilg Iciig I Ty

0.01 ] a0 270

2 100 {70 bis 140) 170(120bis220) 290 (180 bis 460)
1001 | 70 1207 4001

*} Diesa Werte gelten nicht fir BC 158, BC 179, BC 258
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Siemens Transistor BC157 Datasheet

BC 157, 158, 159, BC 177,178, 179, BC 257, 258, 259

Statische Kenndaten (T, = 25 °C)

Typ | BC 157,158,158, BC177,178,179, BC257,258. 253
Ueg —Ie —Ig —Lfae =L et —Uagsat
(V) {mA) [ (mA) W W W
5 0.1 - 057 - _
5 2 - 062 (0.55bis0.7) = -
5 10 06 | - 0.1 (= 0.2)Y 0.7 (= 0.8)
5 100 - 0.8 - | -
- 100%) 5 - 0,2 (=< 05)Y 085 (<1)%
- 10 = - 0.3 (= 0.6)%) -
Statische Kenndaten (7, =26 °C) BC157 | BC158 | BC 159
BC177 | BC178 | BC179
BC 257 | BC 258 | BC 259
Kollektor-Emitter- Reststrom
(=Uege = 20V) —Iegs 20=100) | 2(=100) | 2(<=100) | nA
Kollektor- Emitter- Reststrom
(=Lfeps = 20W; Ty = 126°C) —Tegs < 4 = 4 < 4 [Ty
Emitter- Basis- Durchbruch-
spannung (—Igg = 10 pA) -Ugriesal =5 =5 =5 v
Kolle ktor- Emitter-Durchbruch-
spannung (—fce = 2 ma) ~Uigp)ceal = 45 = 25 =20 ')
Kollektor-Emitter-Durchbruch-
spannung (—Izp = 10 pA) =Uian)ces| = 50 = 30 = 25 "
Dynamische Kenndaten (T, = 25°C) BC157 | BC158 | BC 159

BC 257 | BC 258 | BC 259

Transitfrequenz (=I- = 10 ma,;

—Ugg = 5 W Ff = 50 MHz) Fr 130 130 130 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

(—Ugag = 10V: f=1 MHz) Cepo < B = B < B pF
Rauschmal

(=f: =02 mA; =Lgg =8 V;
Rg = 2 ki Af = 200 Hz;

f=1EkHz F <= 10 < 10 = & dB
F = 30 bis 15000 Hz F - - 2(=4) | dB

'} Doer Transistor ist s0 weit Gberstevert, dal die statische Stromwverstarkung auf einen Weartvon 8 = 20
abgesunken isL. )

¥y Ip = 10 ma fir die Kennlinie. welche bel konstantern Basisstrom durch den Kennlinienpunkt
Tec= 11 mA; Ueg = 1V geht,

1y Diese Warte gelten nicht fur BC 1659, BC 179, BC 2589
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Siemens

Transistor BC157

Datasheet

BC 157, 158, 1569, BC 177,178, 179, BC 257, 258, 259

Dynamische Kenndaten T, = 256°C) BC177 | BC178 | BC 179
Transitfrequenz (=I- = 10 mA;
~Ufeg = BV f = 50 MHz) fr 130 130 130 MHz
Kollektor-Basis- Kapazitat
(—Ugpo = 10V, F = 1 MHz) Cepo |45 (<7)|45(<7)|45(<7)| pF
Rauschmalk |
(=1 = 0.2 m&; =Lfce = 5 V)
Ag = 2 k0, AF = 200 Hz;
f=1kHz F =10 =10 < 4 dB
f = 30 bis 15000 Hz F - — 2 (= 4) dB
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)
Te=2mh; Ueg=56V:f=1kHz
B-Gruppe Wi A B
Typ BC 167,177, 267 | BC 187,177, 267 -—

BC 158,178,258 | BC 158,178.258 | BC 158, 178, 258

—_ BC 159,179,259 | BC 169,179, 259

Fiva 1.2 (0.4 bis 2,2) 2,7 (1.2 bis 4.5) 4.5 (3.0 bis 8) kO
424 2.6 3 35 10
fa1a 110 (75 bis 1560) 222 (126 bis 260) | 330 (240 bis500) | -
Haz, 20 (= 40} 25 (= 50} 35 (= T70) | nS
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Siemens Transistor BC157 Datasheet

BC 157, 1568, 159, BC 177, 178, 179, BC 257, 258, 259

Temperaturabhingigkeit der T-mr-mrahhinglﬂum
zulassigen Gesamtverlustleistung Zu gen Gesamtverlu stung
Poee=f(T,) BC157,BC158,BC159 Py = F(T); A= Parameter
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Siemens

Transistor BC157

Datasheet

BC 157, 158, 1569, BC 177, 178, 179, BC 257, 258, 259

Stromverstirkung 8 = F(J-) U = 5V
BC 157 VI, BC 158 VI
BC 177 VL, BC 178 VI
BC 267 VI, BC 258 VI

Stromverstarkung 8 = F ([} Uep = 5
BC157 A,BC 158 A, BC 159 A
BC177 A,BC17B A, BC 179 A
BC 257 A, BC 268 A, BC 2560 A
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Siemens Transistor BC157 Datasheet

BC 157, 158, 159, BC 177, 178, 179, BC 257, 258, 259

Ausgangskennlinien T = F(U:g) Ausgangskennlinien fo = f {Lcgh
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BC177, BC178, BC179 BC177, BC178, BC178
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Datasheet

BC 157. 1568, 159, BC 177,178, 179, BC 257, 258, 259

Ausgangskennlinien [ = (L)
Uge = Parameter

BC157, 168,169

r?h BC 177, 173 179, BC 257, 258, 250
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Siemens

Transistor BC157

Datasheet

BC 157, 158, 1569, BC 177, 178, 179, BC 257, 258, 259

Eingangskannlinie Jy = f (Lge)
=Ueg =BV Ty = 25°C
BC 157,158, 169, BC177. 178,178
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Siemens

Transistor BC157

Datasheet

BC 157, 158, 159, BC 177, 178, 179, BC 257, 258, 259

Transitfrequenz /7 = § (1)
{Ty = 25°C)

BC 167, BC 168, BC 158
BC 177, BC 178, BC 179

Miz BC 257, BC 258, BC 259
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BC 157, 158, 159, BC 177, 178, 179, BC 257, 258, 259

Rauschmal F = f (I:) Rauschmal F = f {Ig)
Ueg =6V F=120Hz; Ty = 26°C (Ueg =6V F=1kHz; T, = 25°C
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Siemens Transistor BC157 Datasheet

BC 157, 158, 159, BC 177, 178, 179, BC 257, 258, 259

Rauschmal F = £ ()
R = 2RO Uy = BV Jo = 0.7 mA
T, = 25°C

L[] BC 15% BC 178, BC 258

m‘ . li,:____|H T
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